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[はじめに] 本報告では、non-doped ZnO 薄膜を大気
暴露した場合の電気的特性の経時変化が ZnO薄膜
の信頼性上問題になることから、経時変化の特徴
を調べた結果を述べる。 
[試料作製] 100 nm の SiO2 膜を形成済みの P 型シ
リコン基板上に 70 nm 厚の ZnO 膜を堆積した。
ZnO薄膜は RFスパッタリング法によってArガス
中で堆積し、その後それぞれN2雰囲気中或いはO2

雰囲気中 700℃で 60 分間熱処理した[1]。上部電極
は蒸着法で Pt を堆積した(図１)。 

[実験方法、結果、考察] すべての試料は温度 27(±
1) ℃、湿度 7±3 %の環境で保管した。図 2 は 0V

から 5V までの電流-電圧特性、図 3 は 1.0V 時のコ
ンダクタンスの経時変化を示す。約 700 時間の放
置で、N2アニールを行った ZnO 薄膜(N2-ZnO)で
は、0V~5V の範囲で電流特性がオーミック性を維
持し、電流値のばらつきも少なく、値に大きな経
時変化が現れなかった。また、O2アニールを行っ
た ZnO 薄膜(O2-ZnO)では 0~3V まではオーミッ
クの特性を示し、その後飽和傾向を示した。O2-
ZnO薄膜も同様に電流値に大きな経時変化が現れ
なかった。O2-ZnO 薄膜の XPS 分析結果を表 1 に
示す。結果によると 0days と 7days の薄膜の亜鉛
と酸素の割合がほぼ同じである。よって、低湿度
での大気暴露は ZnO の電子濃度に影響を与えて
いないことが分かる[2, 3]。 

 

表 1. O2-ZnO 薄膜の XPS 分析結果 
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図 1. 作製した試料構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. ZnO 薄膜の電流-電圧特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. ZnO 薄膜のコンダクタンス(@1V)の経時変化 

Sample O[%] Zn[%]

0days 46.5 53.5

7days 46.4 53.6
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